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あるいはむ/Alからなる 2つの電極を関矯 0.2-0.6μmの間隔で接続して SNS接合を形
成し、その電気伝導をき題定している。 (PdやTiは、 Alとグラフェンとの接着を良くするため
に挟んでいる。〉多層グラフェンはハンドの重なりが数限eV程震ある半金属であるが、ゲー
ト霊圧が正(負)に十分大きい場合には、キャリアは電子(ホーノレ)のみであるとみなせ
る。測定の結果、電極の超伝導転移温度よりも十分低温で、ゲート電圧に依存する南極性
の超伝導電流を観測した。この超伝導電流は、 (1) 一定の常伝導抵抗に対し、電子超伝導
臨界電流がホーノレ超伝導臨界電流よりも常に大きくなる、 (2) 超長導臨界霊流が、広い温
度範囲で、exp(ー(T/To)2)に良く合う温度依存性を示す、という特徴を持つ。講演では、実験
結果の詳細を報告する。
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